
渡邉研究室

次々世代の電力社会を実現する

ダイヤモンド・パワーデバイスの開発

★超高耐圧ダイヤモンド・デバイス
★負性電子親和力を生かした超微細スイッチ
★ダイヤモンドの新たな機能の探求
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Siデバイス

次世代デバイス
(SiC,GaN)

2020 2040

高性能・高機能化

高信頼化
信頼性リスク
・新材料
・新パッケージ
・高パワー密度
・極限環境動作

次々世代デバイス
(ダイヤモンド、Ga2O3,AlN)

・材料開発
・最適化設計
・プロセス開発
・実証

・微細化
・アクティブ制御
・高機能化(IPD)
・新材料
・コンディションモニタリング

渡邉研究室HP http://www.life.kyutech.ac.jp/~watanabe/

宝石の王様ダイヤモンドは半導体なんです。しかも、人工的につくる
ことができます。ダイヤモンド特有の性質を生かして、Si,SiC,GaN
では実現できない高性能パワーデバイスの実現を目指しています。

ダイヤモンド基板

ダイヤモンド・デバイス試作装置

プラズマで合成中のダイヤモンド
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